Nanotehnologija: Priprava prostorno uredenih Ge nanocestica u

amorfnoj SiO, matrici
Primjer uspjeSne suradnje na Institutu Ruder Boskovi¢

Priprava nanocesti¢nih materijala je u danasnje vrijeme jako popularna zbog velikih moguénosti njihovog koristenja u raznim granama nanotehnologije te zbog vrlo
zanimljivih fizikalnih svojstava koja se javljaju zbog njihovih malih dimenzija. Primjena nanocestica daje jako obecavajuce rezultate u unaprijedeniju rada solarnih
celija, kvantnih memorija, lasera te u mnogim drugim granama tehnologije. Poseban problem u moguénosti prakti¢ne primjene nanocestica je pronalaZzenje nacina

priprave pravilno uredenih nanocestica ujednacene velic¢ine, kemijskog sastava i oblika.
Nasa istrazivanja rezultirala su pronalazenjem dvije nove metode za pripravu prostorno-uredenih nanocesti¢cnih materijala. Metode su se pokazale vrlo efektivne, a

svi opazeni rezultati i mehanizmi takvog uredenja su uspjesno objasnjeni i potkrijepljeni simulacijama.

1. Samo-uredenje nanocestica tijekom rasta nanocesticnog materijala
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Shematski prikaz uredenja nanocestica. Model je zasnovan
na utjecaju morfologije povrsine na polozaj nukleacijskih centara.

2. Induciranje uredenja nanocestica ozrac¢ivanjem ionskim snopom
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magnetronskim rasprasenjem na sobnoj
temperaturi ozracen je snopom kisikovih iona.
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